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　半導体パッケージング技術は半導体デバイスがこの世に
出てきた当初から発展を開始した技術である。微小な構造
体である半導体デバイスから電気信号を引き出し，実装
ボードとの設計ルール差を補うピッチ変換を行い，実装
ボードへの接続を行うためには，半導体パッケージング技
術は必要不可欠である。加えて外部環境からの衝撃に弱い
半導体デバイスを保護するためにも，重要な役割を果たし
てきた。
　しかしこの十数年で半導体パッケージング技術への要求
事項が変化してきた。それは高機能な携帯電子機器や高度
な画像処理を備えた電子機器，非常に過酷な環境で使用さ
れる電子機器の登場による。市場要求にこたえるように半
導体デバイスは進歩し，そのデバイスを機能装置化するた
めに半導体パッケージング技術も進歩をした。
　高度な処理をささえる電気性能の観点ではデバイスから
の接続を最短にするための技術としてフリップチップ (Flip 
Chip)接続手法やデバイスから取り出した信号のインピーダ
ンス制御の技術を開発し，デバイスの高機能化に伴う発熱
量上昇を補うためにはパッケージの低熱抵抗化を実現して
きた。またシステム全体の縮小化を補うためとして，パッ
ケージの中でシステムを作りあげる 2.5次元化や三次元化
の技術開発はさらに大きく展開をし続けている。
　2.5次元化や三次元化の技術開発は，これまで各種の市場
要求にこたえてきた個々の基礎技術の粋をあつめたパッケー
ジング技術の集大成となる。ダイマウント，封止，パッド
接続，VIA接続，個片化などなどパッケージングの各工程
の極めた術が組み合わさる事によりさまざまの構造が提案
され，達成される。よってパッケージングを提供する各社
では，いかに個々の工程の技術を多様化させ，かつ極めて
いけるかの技術力，そしてそれらの技術を組み合わせてい
かに新しい構造を提案できる企画力が，今後の三次元パッ
ケージング技術の世界を生き抜くポイントとなるであろう。

　本稿では三次元化に向けての基礎技術のいくつかを紹介
し，後半ではそれらの技術を組み合わせた 2.5次元，三次
元パッケージ構造の提案を行う。

1. 三次元実装に向けたパッケージング基礎技術

1.1	 ワイヤボンディング技術

　ワイヤボンディング技術はパッケージのパッド接続技術
としては基礎となるものであり，かなり習熟された技術で
ある。それ故に各社各様に極められたノウハウによって多
様なパッケージへの対応も可能となる奥深さがある。

1.1.1 短ループ形成技術
　NANDフラッシュメモリーでは，パッケージ内のメモリ
容量の増量を目的として複数枚のデバイスチップを階段状
に積み重ね，個々のチップ間をワイヤボンディングで階段
状に接続する「階段ボンディング」の技術が多用化されて
いる。その例を Fig. 1にしめす。チップが積み重ねられる
ほどに積み重なったチップの塊の長さが長くなるので，
パッケージ内に収容可能なチップの枚数が制限される。そ
こで一段毎の階段の長さ「階段長」を短くすることで，
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Fig. 1 The picture of “Step Bonding” in NAND device


